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(57) Abstract 

The invention relates to a carrier plate (2) for micn>-4iybrid cutuits (7) with a ceramic body (3). According to the invention, the 
ceramic body (3) is porous and the cavities of said body are filled in with aluminum. A very good thermal binding of die micro hybrid 
circuits (7) onto the carrier plate (2) is possible due to die relatively small variances m die diermal recess coefficients of the carrier plate 
(2) and micro-hybrid circuit (7). 



(57) Zusanunenfiissiiiig 

Die Erfindung bctrifft eine Trfigerptattc (2) far Mikrohybridschaltungen (7) mit eincm Keramikkdrper (3). ErfindungsgcmaB ist 
vorgesehen. dafl der KeramikkOrpcr (3) ein porbscr Kdrper ist, dessen Hohlraumc, mit Aluminium„ausgefllllLsiMs_Au^ dcr rclativ , . 
kleinen Unterechiede im thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Tragerplattc (2) und Mikrohybridschaltung (7) ist einc schr gute 
thcrmische Anbindung der Mikrohybridschaltungen (7) an die Tr^gerplatte (2) mdglich. 
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Traoerpla tte fur Mikrohvbrldschaltunaen 
Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft eine Tragerplatte fur Mi- 
krohybridschaltungen mit einem Keramikkorper . 

Eine gattungsgemafie Tragerplatte ist in der Patent- 
schrift US 5,576,934 offenbart. Sie besteht aus 
einer Keratnikplatte, die auf ihrer Ober- und ihrer 
Unterseite mit einer Metallhaut aus Kupfer uberzo- 
gen ist. Die Keramikplatte ist mit Ausnehmungen 
versehen, die von der Kupferhaut uberbruckt werden. 
Diese Ausnehmungen dienen dazu, auf der Unterseite 
der Mikrohybridschaltungen angeordnete Bauteile 
aufzunehmen. Bei der Montage von Mikrohybridschal- 
tungen auf der Tragerplatte wird die Kupferhaut im 
Bereich der Ausnehmungen eingedruckt, so daS diese 
Bauteile, insbesondere Warme produzierende inte- 
grierte Schaltungen, in den Ausnehmungen aufgenom- 
mem werden. Die thermische Anbindung der Bauteile 
an die Tragerplatte erfolgt uber warmeleitende Sub- 
stanzen, insbesondere warmeleitende Klebstoffe, die 
zwischen den Bauteilen und der Tragerplatte aufge- 
bracht werden. Auf diese Weise kann die von den 
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Bauteilen abgegebene Warme direkt uber die Trager- 
platte abgefuhrt werden, 

Der Aufbau von Mikrohybridschaltungen ist aber in- 
dividual 1 verschieden. Daher kann man keine stan- 
dardisierten Tragerplatten einsetzen, sondern muS 
sie einzeln mit den passenden Ausnehmungen verse- 
hen. Die Herstellung derartiger Tragerplatten ist 
daher sehr aufwendig und folglich auch sehr teuer. 

Ein generelles Problem ist femer die thermische 
Anbindung der Mikrohybridschaltungen auf der Tra- 
gerplatte. Dies liegt an den unterschiedlichen 
thermischen Ausdehnungskoef f izienten. Die oben be- 
schriebene L6sung mit warmeleitenden Zwischen- 
schichten erfordert zusatzliche Komponenten und 
Verfahrensschritte. Sie ist daher ebenfalls um- 
standlich und teuer. 

Vorteile der Erfindung 

Die erf indungsgemaiSe Tragerplatte, deren Keramik- 
korper ein poroser Korper ist, dessen Hohlraume mit 
einer metallischen Substanz infiltriert sind, hat 
demgegenuber den Vorteil, daS eine sehr gute ther- 
mische Anbindung von Bauteilen bzw. der Substrato- 
berflache einer Mikrohybridschaltung moglich ist. 
Die Tragerplatte zeichnet sich durch eine hohe 
thermische Leitf ahigkeit und einen niedrigen ther- 
mischen Ausdehnungskoef f izienten aus. Aufgrund des 
relativ kleinen Unterschiedes zwischen den thermi- 
schen Ausdehnungskoef f izienten von Mikrohybrid- 
schaltung bzw, Tragerplatte konnen beide mit einer 
sehr dunnen Klebeschicht und ohne grofie Verspannun- 
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gen miteinander verbunden werden. Es ist nicht mehr 
notwendig, spezielle warmeleitende Substanzen ein- 
zusetzen. 

Derartige Tragerplatten sind durch einen Infiltra- 
tionsprozefi erhaltlich, bei dem die Hohlraume mit 
dem Metall ausgefullt werden. Dieser Materialtyp 
ist unter der Bezeichnung "Metal Matrix Composite" 
(im folgenden: MMC) bekannt. 

Durch die in den Unteranspruchen genannten Mafinah- 
men sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesse- 
rungen der in Anspruch 1 angegebenen Tragerplatte 
moglich. 

Besonders vorteilhaft ist es, die Tragerplatte mit 
einer zusatzlichen Metallhaut zu ij±>erziehen, welche 
insbesondere mit layout -spezifischen Vertiefungen 
versehen werden kann. Damit erhalt man layout-spe- 
zifisch strukturierte Oberflachen unter Verwendung 
eines standardisierten Keramikkorpers . Die Herstel- 
lung derartiger layout -spezifischer Tragerplatten 
ist daher einfach und kostengunstig. 

Ein bevorzugtes Material ist Al-Si-Cermet . Es be- 
steht aus einer porosen SiC-Keramik, dessen Hohl- 
raume mit Aluminium ausgefullt sind. Eine daraus 
bestehende Tragerplatte kann dann mit einer Metall- 
haut aus Aluminium uberzogen sein. Da Aluminium ein 
leicht bearbeitbares Metall ist, konnen die layout- 
spezifischen Strukturen sowohl durch mechanische 
Bearbeitung der Aluminiumschicht als auch durch 
Einsatze im Infiltrations- oder GieSwerkzeug einge- 
bracht werden. Damit konnen Anderungen der Oberfla- 
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chenstrukturen schnell realisiert werden. Auch da- 
durch gestaltet sich das Herstellungsverf ahren ein- 
fach und kostengunstig. 

Derartige Tragerplatten konnen z.B. aber auch lokal 
in groSere Aluminium-Gufiteile eingebracht werden. 
Auf diese Weise kann man eine Verbindung der bzgl . 
des thermischen Ausdehnungskoef f izienten angepafiten 
Tragerplatte mit einem GuSgehause fur Mikrohybrid- 
steuergerate realisieren. Damit reduziert sich die 
Anzahl der Montageschritte. Ferner kann Keramikma- 
terial eingespart werden. Die Schlagzahigkeit der 
MMCs wird erhoht. Schliefilich ist eine freie Form- 
teilgestaltung analog zu reinen GuSteilen moglich. 

Eine derartige Einbettung in Gufiteile ist nicht nur 
bei Al-Si-Cermets moglich, sondern mit alien Metal- 
len, mit denen die MMCs hergestellt werden konnen. 

Ferner konnen zusatzliche isolierende Schichten 
und/oder metallische Schichten auf die Tragerplatte 
aufgebracht werden. In Verbindung mit zusatzlichen 
Isolationsschichten ist eine Isolation der Mikrohy- 
bridschaltung gegenuber der Tragerplatte mit hoher 
Spannungsfestigkeit moglich. Damit wird die ESD-Fe- 
stigkeit erhoht. Derartige Bauteile konnen fur 
Hochspannungsanwendungen eingesetzt werden. 

Zusatzliche Metallschichten bieten die Moglichkeit, 

eine zusatzliche Abschirmlage (z.B. Elektronik- 

masse) unabhangig vom Potential der Tragerplatte 
einzubringen. 
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Die Metallhaut kann ferner strukturiert sein, so 
daS die Tragerplatte zusatzlich als Verdrahtungse- 
bene genutzt werden kann. Auch diese MaSnahme spart 
Herstellungskosten. 

Die erfindungsgemaSe Tragerplatte erlaubt also auf 
einfache, kostengunstige Weise eine Vielzahl von 
Variationen fur Mikrohybridschaltungen, je nach 
konkreter Anwendung, 

Zeichnung 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen mit Bezug auf die Zeichnungen naher 
erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung ei- 
nes ersten AusfCihrungsbeispiels einer er- 
f indungsgemafien Tragerplatte mit darauf 
befestigter Mikrohybridschaltxing; 

Figur 2 eine Darstellung eines zweiten 

Ausfuhrungsbeispiels analog zu Figur 1; 

Figur 3 eine Darstellung eines dritten 

Ausfuhrungsbeispiels analog zu Figur 1. 

Figur 1 zeigt einen Schnitt durch eine erfindungs- 
gemaSe Einheit 1 mit einer erf indungsgemaSen Tra- 
gerplatte 2 in Form eines MMC-Kuhlkorpers und einem 
elektronischen Bauteil 6. 

Die Tragerplatte 2 besteht aus einem Keramikkorper 
3 aus Al -Si -Cermet . Dabei handelt es sich urn eine 
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porose SiC-Keramik, deren Hohlraume mit Aluminium 
infiltriert sind. Der Herstellungsprozefi ist an 
sich bekannt; diese Materialien konnen z.B. von den 
Firmen Alcoa oder Lanxide bezogen werden- Der Kera- 
mikkorper 3 ist je nach Anwendung etwa 0,3 bis 2 mm 
dick. 

Der Keramikkoiper 3 ist an seiner Oberseite 3 ' und 
an seiner Unterseite 3'' von einer Metallhaut 4 aus 
Aluminium uberzogen. Die Schichtdicke der Metall- 
haut 4 betragt etwa 0,6 mm. 

Das in Figur 1 schematisch dargestellte Bauteil 6 
besteht aus einer Mehrschicht-Mikrohybridschaltung 
7 und zwei integrierten Schaltkreisen 9 und 11. 
Derartige Mikrohybridschaltungen 7 bestehen im all- 
gemeinen aus einem keramischen Material und konnen 
verschiedene Komponenten (wie z.B. Widerstande oder 
Transistoren) aufweisen, die in die einzelnen 
Schichten integriert sind. Sie sind mittels Drahten 
8, z.B. Al-Drahtbonden, mit hier nicht dargestell- 
ten externen Anschlussen oder mit leitenden Struk- 
turen auf der Metallhaut 4 der Tragerplatte 2 ver- 
bunden . 

Die Mikrohybridschaltung 7 ist im Ausf uhrungsbei- 
spiel mit zwei intergrierten Schaltkreisen 9 und 
11, z.B. Flip-Chip-IC's ausgestattet . Der Schalt- 
kreis 9 ist auf der Oberseite 7» der Mikrohybrid- 
schaltung 7 angeordnet und uber Drahte 10 mit lei- 
tenden Strukturen auf Oberseite 7' der Mikrohybrid- 
schaltung verbunden. Der Schaltkreis 11 befindet 
sich auf der Unterseite 7'' der Mikrohybridschal- 
tung 7 . 
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Die Metal lhaut 4 weist eine Vertiefung 5 auf, die 
den integrierten Schaltkreis 11 auf der Unterseite 
7 • • der Mikrohybridschaltung 7 auf nitnmt . Die 
Schichtdicke der Metallhaut 4 betragt an dieser 
Stelle nur noch 0,1 bis 0,2 mm. Die Vertiefung 5 
ist layout-spezif isch, d.h. sowohl hinsichtlich ih- 
rer Grofie als auch hinsichtlich ihrer Position in 
der Metallhaut 4 individuell auf GroSe und Position 
des Schaltkreises 11 auf der Unterseite 7'' der Mi- 
krohybridschaltung 7 abgestimmt. Die Vertiefung 5 
kann durch mehrere Methoden eingebracht werden. Bei 
Kleinserien bietet sich eine mechanische Bearbei- 
tung, z.B. Frasen an. Insbesondere Aluminium kann 
sehr leicht mechanisch bearbeitet werden. Damit 
kann die Vertiefung 5 auch schnell an Anderungen im 
Layout der Mikrohybridschaltung 4 angepalSt werden. 
Eine andere Mdglichkeit, die insbesondere bei Grofi- 
serien vorteilhaft ist, besteht darin, die Vertie- 
fung 5 wahrend der Her st el lung der Tragerplatte 2 
anzubringen, z.B. mit Einsatzen im Inf iltrations- 
bzw . GieSwerkzeug . 

Die erf indungsgemafie Tragerplatte 2 zeichnet sich 
durch eine hohe thermische Leitf ahigkeit und einen 
niedrigen thermischen Ausdehnungskoef f izienten aus, 
der demjenigen der Mikrohybridschaltung vergleich- 
bar ist. Daher genugt es, die Mikrohybridschaltung 
7 ohne Vorspannung lediglich mit einer dunnen 
Schicht aus einem Leitkleber 12 auf der Trager- 
platte 2 zu fixieren. In der resultierenden Einheit 
1 treten, bedingt durch die vergleichbaren thermi- 
schen Ausdehnungskoef f izienten, keine nennenswerten 
Spannungen auf, die die Festigkeit der Verbindung 
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zwischen Mikrohybridschaltung 7 und Tragerplatte 2 
in relevantem Ausmafi beeintrachtigen konnten. 

Durch die dunne Schicht des Leitklebers 12 kann 
auch die von den Schaltkreisen 9, 11 produzierte 
Wartne direkt an die erf indungsgemafie Tragerplatte 2 
abgegeben werden, ohne daS es der Zwischenschaltung 
einer Schicht aus einer speziellen warmeleitenden 
Substanz bedurfte. Da die erf indungsgemafie Trager- 
platte 2 selbst gut warmeleitend ist, wird die 
Warme auch schnell und problemlos nach aufien abge- 
f uhrt . 

Bei der Montage der Mikrohybridschaltung 7 auf der 
Tragerplatte 2 wird auch der Schaltkreis 11 in der 
Vertiefung 5 mit Leitkleber 12 fixiert. 

Figur 2 zeigt ein zweites Ausfuhrungsbei spiel einer 
Tragerplatte 2 ' in im wesentlichen derselben Anord- 
nung wie Figur 1. Der einzige Unterschied besteht 
darin, daS auf der Metallhaut 4 der Tragerplatte 2' 
eine isolierende Schicht 13, z.B. aus einem kerami- 
schen Material oder einem Kunststoff vorgesehen 
ist. Der Mikrohybridschaltkreis 7 ist auf dieser 
Schicht 13 befestigt. Derartige Anordnungen erhohen 
die ESD-Festigkeit und sind fiir Hochspannungsanwen- 
dungen geeignet. 

Figur 3 zeigt ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel ei- 
ner erf indungsgemafien Tragerplatte 2**, bei der auf 
der Metallhaut 4 eine weitere metallische Schicht 
14 aufgebracht ist. Die Schicht 14 befindet sich 
auf einem anderen elektrischen Potential als die 
Tragerplatte 2. Derartige Schichten 14 bieten eine 
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zusatzliche Abschirmlage unabhangig vom Potential 
der Tragerplatte 2 in Figur 1. 
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Patentanspruche 

1. Tragerplatte (2) fur Mikrohybridschaltungen (7) mit einem 
Keramikkorper, dadurch gekennzeichnet , da& der Keramikkorper 
(3) ein poroser Korper mit Hohlraumen ist, wobei die 
Hohlraume mittels eines Infiltrations- bzw. GieSwerkzeugs 
mit einer metallischen Substanz infiltriert sind, und daS 
der Keramikkdrper (3) zusatzlich mittels des Inf iltrations- 
bzw. GielSwerkzeugs mit einer Metallhaut (4) uberzogen ist. 

2. Tragerplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafi 
die Schichtdicke der Metallhaut (4) etwa 0,4 bis 0,8 mm, 
vorzugsweise etwa 0,6 mm betrSgt. 

3. TrSgerplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet , dafi die Metallhaut (4) einen oder mehrere 
Bereiche mit reduzierter Schichtdicke aufweist, die layout - 
spezifische Vertiefxingen (5) zur AufnaQime von Bauteilen (11) 
der Mikrohybridschaltungen (7) bilden. 

4. Trigerplatte nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, da& 
die Schichtdicke der Bereiche etwa 0,1 bis 0, 2 mm betrAgt. 

5. Tragerplatte nach einem der vorhergehenden Anspr^iche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das verwendete Metall Aluminium 
ist. 
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6. Tragerplatte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , dafi 
sie lolcal in bestiramten Bereichen eines AliiminiiM-GulSteiles" 
eingebracht ist. 

7. Tragerplatte nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS sie mindestens eine zusStzliche 
isolierende Schicht (13) und/oder mindestens eine 
zusatzliche Metallschicht (14) aufweist. 

8. Tragerplatte nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die zusatzliche Metallschicht (14) sich auf einem gegeniiber 
den restlichen Schichten unterschiedlichen elektrischen 
Potential befindet. 

9. Tragerplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die iufiere Metallschicht (4, 14) 
fur Verdrahtungszwecke strukturiert ist. 

10. Gufiteil, insbesondere Aluminiumgufiteil, mit darin 
eingebrachter Tragerplatte mit Keramikkorper fur 
Mikrohybridschaltungen, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Keramikkdrper (3) ein poroser K6rper mit Hohlrclumen ist, 
wobei die HohlrSume mittels eines Infiltrations- bzw. 
GieSwerkzeugs mit einer metallischen Substanz infiltriert 
sind, da& der Keramikk6rper (3) zus&tzlich mittels des 
Infiltrations- bzw. GieSwerkzeugs mit einer Metallhaut (4) 
Qberzogen ist und daS die Tragerplatte in das Gufiteil 
eingebettet ist, wobei die Kinbettung zusammen mit der 
Herstellung des GuSteils erfolgt ist und das Gufiteil sowie 
die Metallhaut und die metallische Substanz aus dem gleichen 
Metal 1 sind. 
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11. Verfahren zur Herstellung von Tragerplatten (2) fur 
Mikrohybridschaltimg'en (7) tnit einem" porosen KeramikkSrper , 
dadurch gekennzeichnet , dafi in einem Infiltrations- bzw. 
GieEwerkzeug Hohlraume des Keramikkorpers mit einer 
metallischen Siibstcuxz infiltriert werden und der 
Keramikk6rper mit einer Metallhaut uberzogen wird. 

12 . Verf cLhren zur Herstellung von Gufiteilen mit darin 
eingebrachter Tragerplatte mit Keramikkorper fur 
Mikrohybridschaltungen, dadurch gekennzeichnet, daS in einem 
Infiltrations- bzw. Giefiwerkzeug Hohlraume des 
Keramikkorpers mit einer metallischen Substanz infiltriert 
werden, der Keramikkorper mit einer Metallhaut uberzogen 
wird imd eine Einbettung der Tragerplatte in das GuBteil 
erf olgt . 
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S. RECHERCHIERTE GEBtETE 
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AL) 18. Juni 1996 

slehe das ganze Dokument 
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Weitere VeroftentNcfiungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 
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' Baaondere Katagorian von angagabanan Varbffantlichungan 

"A" Varbffentitcnung. die dan allgemainen Stand der Tachnik daflniart. 
aber ntcM ais basonders bedautsam anzusehen ist 

"E" altares Dokument. das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmetdedatum verbftentiicnt worden ist 

"L" Verbffentlichung. die geaignat ist. ainan PrioritStsanspruch zweifeihaft er- 
scneinen zu lassen. oder durch die das Verolfenttichungsdatum etner 
andaran im Recherch^nbencht genannten Vardffantlichung balegt warden 
soil Oder dia aus ^inem anderen besonderan Grurvl angegaben ist (wia 
ausgetuhrt) 

"O" Veroffantlichung. d« sich auf erne mufKflicha Offar^arting, 

eine Banutzung. ^me Aussteilung oder andera Ma^nahman bezieht 

"P" Verotfentlkhung. die vor dem intemattonalen Aomaidadatum. abar nach 
dam beanspruchten Pnontatsdatum verotfentBchl worden tat 



T" Spatara VerdffentlKhung. die nach dem intarnatkMiaken Anmekledatum 
odar dam Prroritatsdatum verbffentlicht worden ist und mtt der 
AnmeMung nicht koytdiert. sondam nur zum Verstandnis des der 
Erflndung zugrundeiiegandan Prinzips oder der ihr zugrundeliegendan 
Theorie angageban rst 

'X" Verbffenttichung von besonderer Bedeutung; die beansprucltta Erf indung 
kann ailain aufgrund diaser VaroffentlKhung nk:ht a Is nau oder auf 
erf trKjarischar Tatigkait beruhend batrachtet warden 

"Y" Veroffantlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erflndung 
kann nicht als auf erfinderischar Tatigkait beruhend betrachtet 
warden, warm die Verbffenttichung mit einer oder mehreren anderen 
Verbffanttlchungen diesar Kataaone in VeibirKiung gebracht wird und 
diasa Verbindung tCff eirian Facnmann nahaftegend ist 
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